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ПОЛІРУВАННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ZnxCd1-xTe ТА Cd0,2Hg0,8Te В 
ТРАВНИКАХ СИСТЕМИ HNO3 – KI (ДМФА) 

Досліджено процес хімічної взаємодії монокристалів CdTe і твердих роз-
чинів ZnxCd1-xTe (х = 0,04 та 0,1) та Cd0,2Hg0,8Te в йодвиділяючих розчинах сис-
теми HNO3–KI–диметилформамід (ДМФА). Визначено концентраційні межі ро-
зчинів за їх дією на поверхню вказаних провідників. Розроблено та оптимізова-
но, травильні композиції для полірування поверхні монокристалів і вибрано те-
хнологічні режими обробки оптимізованими травильними сумішами вище пе-
рерахованих напівпровідникових матеріалів для формування якісної поверхні 
при виготовленні робочих елементів напівпровідникових приладів. 

Ключові слова: травлення, хімічне розчинення, полірування, поверхня, 
тверді розчини, травильні композиції, йодвиділяючі розчини. 

Исследовано процесс химического взаимодействия монокристаллов CdTe 
и твердых растворов ZnxCd1-xTe (х = 0,04 та 0,1) и Cd0,2Hg0,8Te в иодвыделяю-
щих растворах системы HNO3–KI–диметилформамид (ДМФА). Определено 
концентрационные области растворов по их действию на поверхность указан-
ных полупроводников. Разработаны и оптимизированы травительные компози-
ции для полирования поверхности монокристаллов и предложены технологиче-
ские режимы обработки выше перечисленных полупроводниковых материалов 
для формирования качественной поверхности при изготовлении рабочих эле-
ментов полупроводниковых приборов.  

Ключевые слова: травление, химическое растворение, полирование, поверх-
ность, твердые растворы, травительные композиции, иодвыделяющие растворы. 

The chemical interaction of CdTe single crystals and ZnxCd1-xTe (x = 0.04 and 
0.1) and Cd0,2Hg0,8Te solid solutions in iodine-educing solutions HNO3–KI–
dimethylformamide (DMFA) was investigated. The concentration limits of solutions 
were determined. Their action on the surface of the semiconductors designed and op-
timized etching compositions for polishing the surface of mono-crystals. There are 
selected technological modes of treatment with optimized etching mixtures of the 
above-mentioned semiconductor materials for forming a quality surface in the manu-
facture of working elements of semiconductors instruments. 

Key words: etching, chemical dissolutions, polishing, surface, solid solutions, 
etchant compositions, iodine-educing solutions 

Напівпровідникові матеріали типу АІІВVI, а зокрема кадмій телурид і тверді 
розчини на його основі широко застосовуються для виготовлення фотоприйма-
чів, чутливих в інфрачервоній (ІЧ) області спектра, детекторів радіаційного і 
рентгенівського випромінювання, сонячних елементів та інших напівпровідни-



45 

кових приладів і пристроїв. Тому формуванню якісної поверхні монокристаліч-
них підкладок таких напівпровідникових матеріалів надається особливе зна-
чення [1]. Хімічне травлення напівпровідників є одним з найпоширеніших опе-
рацій при хімічній обробці в виробництві напівпровідникових приладів та інте-
гральних мікросхем, воно також використовується при дослідженні і практич-
ному використанні напівпровідників для очистки поверхні від забруднень і ок-
сидів, видалення з поверхні порушеного шару. Процес забезпечує швидке про-
ведення і достатньо надійне отримання кінцевих результатів, що робить його 
універсальним для обробки різноманітних напівпровідникових матеріалів [2]. 

Для хімічної обробки поверхні монокристалів часто використовуються га-
логенвмісні та галогенвиділяючі травильні композиції, що володіють низькими 
швидкостями полірування [3-5]. Такі травники використовуються на фінішних 
етапах хімічної обробки, але часто вони містять порівняно дорогі кислоти, у 
порівнянні із запропонованими компонентами. 

Для дослідження використовували монокристалічні зразки напівпровідни-
ків Zn0,04Cd0,96Te та Zn0,1Cd0,9Te загальною площею  0,5 см2, і товщиною – 1,5-2 
мм. Швидкість розчинення визначали використовуючи метод диску, що оберта-
ється [6], за зменшенням товщини кристалу до і після травлення годинниковим 
індикатором ІЧ-1 з точністю  0,5 мкм, причому розходження в вимірюваній 
товщині, як правило, не перевищувало 5 %.  

Травильні розчини готували використовуючи калій йодид (КІ), який роз-
чиняли в диметилформаміді (ДМФА) майже до насичення при 20оС (21 мас.%). 
До отриманого розчину додавали невеликими порціями нітратну кислоту 
(HNO3) для виділення йоду.  

6KI + 8HNO3 = 3I2 + 2NO + 6KNO3 + 4H2O 
Йод що виділяється в результаті реакції розчиняється в ДМФА та окиснює 

поверхню напівпровідника. Додавання нітратної кислоти більше 15 об.% призво-
дить до випадання осаду солі та утворення драглистого розчину. Свіжоприготов-
лені розчини витримували приблизно 2 години для встановлення хімічної рівнова-
ги в системі. Після розчинення монокристалів поверхню промивали 0,4 н розчи-
ном натрій тіосульфату (Na2S2O3) та великою кількістю дистильованої води.  

Побудована залежність швидкості хімічної взаємодії поверхні досліджува-
них напівпровідників з травильними композиціями системи HNO3–KI–
диметилформамид (ДМФА) представлена на рис. 1. Встановлено, що збільшен-
ня концентрації нітратної кислоти в травильній композиції призводить до під-
вищення швидкості розчинення ZnxCd1-хTe від 0,5 до 2,5 мкм/хв. Розчини з 3-6 
об.% HNO3 розчиняють напівпровідник, але поверхня вкрита сірим нальотом. 
Більш концентровані розчини володіють поліруючими властивостями по від-
ношенню до всіх монокристалів з швидкостями травлення 1,6-2,5 мкм/хв. 

Встановлено, що збільшення вмісту Zn у твердому розчині ZnxCd1-хTe при-
зводить до зростання швидкості обробки поверхні монокристалу, що може бути 
пов’язано з більшою активністю атомів цинку у порівнянні з кадмієм. 

Температурна залежність процесу полірування в травильній композиції з 
вмістом нітратної кислоти 12 об.%, дала можливість розрахувати значення уяв-
ної енергії активації (Еа) з рівняння Арреніуса. Обрахована Еа для досліджува-
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них напівпровідників знаходиться в межах 3-15 кДж/моль, що свідчить про лі-
мітування процесу дифузійними стадіями.  

 
Рис. 1. Концентраційні залежності швидкості травлення (мкм/хв) CdTe (1), Cd0,96Zn0,04Te (2), 
Cd0,9Zn0,1Te (3), Cd0,2Hg0,8Te (4) в розчинах HNO3 – KІ – DMFA (Т = 293 К, γ = 82 хв–1). 

Розчини системи HNO3 – KI – ДМФА можуть бути використані для трав-
лення ZnxCd1-хTe з формуванням якісної полірованої поверхні та низькими 
швидкостями. Поверхню монокристалів необхідно після травлення обробляти 
розчином натрій тіосульфату та великою кількістю дистильованої води. 
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